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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月15日(2016.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｓｉ層とＳｉＧｅ層が交互に積層された積層膜の前記ＳｉＧｅ膜を前記Ｓｉ層に対して選
択的に等方性エッチングするドライエッチング方法において、
パルス変調された高周波電力により生成されＮＦ3ガスを用いたプラズマにより前記Ｓｉ
Ｇe膜をプラズマエッチングすることを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項２】
請求項１に記載のドライエッチング方法において、
前記ＮＦ3ガスにＯ2ガス、Ｎ2ガス、ＣＯ2ガスまたはＣＯガスを混合することを特徴とす
るドライエッチング方法。
【請求項３】
請求項１または請求項２のいずれか一項に記載のドライエッチング方法において、
前記パルス変調のデューティー比を５０％以下とすることを特徴とするドライエッチング
方法。
【請求項４】
Ｓｉ層とＳｉＧｅ層が交互に積層された積層膜の前記ＳｉＧｅ膜を前記Ｓｉ層に対して選
択的に等方性エッチングするドライエッチング方法において、
連続プラズマにより前記積層膜に所定の深さの溝を形成し、
前記所定深さの溝を形成した後、パルス変調された高周波電力により生成されＮＦ3ガス
を用いたプラズマにより前記ＳｉＧe膜をプラズマエッチングすることを特徴とするドラ
イエッチング方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
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　本発明は、Ｓｉ層とＳｉＧｅ層が交互に積層された積層膜の前記ＳｉＧｅ膜を前記Ｓｉ
層に対して選択的に等方性エッチングするドライエッチング方法において、パルス変調さ
れた高周波電力により生成されＮＦ3ガスを用いたプラズマにより前記ＳｉＧe膜をプラズ
マエッチングすることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
さらに本発明は、Ｓｉ層とＳｉＧｅ層が交互に積層された積層膜の前記ＳｉＧｅ膜を前記
Ｓｉ層に対して選択的に等方性エッチングするドライエッチング方法において、連続プラ
ズマにより前記積層膜に所定の深さの溝を形成し、前記所定深さの溝を形成した後、パル
ス変調された高周波電力により生成されＮＦ3ガスを用いたプラズマにより前記ＳｉＧe膜
をプラズマエッチングすることを特徴とする。


	header
	written-amendment

